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  생  가능한  다 드 동 에 한 것 다.

보다 체  본 에 하여 하 , 본  우값과 하 값  가지는 (Pulse)  가하는 

, 상    는 치 트랜지 (Switch Transistor), 상  치 트랜지 에 연결 어 

가 우값   하  하는 ; 런     감지 에 걸리는    는

프(Amplifier), 상  프  단에 연결 어 가 우값   상  프  동 만큼  하  

하는 동 , 가 하 값   상  동 에   동   는 드라 빙 트랜지

(Driving Transistor)  가 하 값   상  에  하에 해 는  동 는 

 다 드(Laser Diode)  포함하는 짧      생  가능한  다 드 동  

공한다.

(72) 

주 역시 산  5  16, 102동 103 (
동,  골드클래  트)

우

주 역시 산  등  280, 101동 1706 (신가
동, 리 시빌 트)
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청

청 항 1 

우값과 하 값  가지는 (Pulse)  가하는  ;

상    는 치 트랜지 (Switch Transistor);

상  치 트랜지 에 연결 어 가 우값   하  하는 ;

런     감지 에 걸리는    는 프(Amplifier);

상  프  단에 연결 어 가 우값   상  프  동 만큼  하  하는 동 ;

가  하 값   상  동 에    동    는  드라 빙  트랜지 (Driving

Transistor); 

가  하 값   상  에   하에  해  는   동 는   다 드(Laser

Diode);  포함하는 짧      생  가능한  다 드 동 .

청 항 2 

 1항에 어 ,

상  프  단과 상  드라 빙 트랜지  게 트단 사 에 치하 , 가 우값   프(off),

가 하 값   (on) 는 1 치; 

상  드라 빙 트랜지  게 트단과 지단 사 에 치하 , 가 우값   , 가 하 값  

프 는 2 치;   포함하는 짧      생  가능한  다 드 동 .

청 항 3 

 2항에 어 ,

상  2 치    사 에는 (Inverter)가 치 어 2 치  가 우값   , 

가 하 값   프 시키는 것  특징  하는 짧      생  가능한  다 드

동 .

청 항 4 

 1항에 어 ,

상   하 값  주 는 100㎱ 하  것  특징  하는 짧      생  가능한 

 다 드 동 .

청 항 5 

 1항에 어 ,

상  치 트랜지 는 PMOS(P-channel Metal Oxide Semiconductor)  는 것  특징  하는 짧

    생  가능한  다 드 동 .
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청 항 6 

 1항에 어 ,

상    치 트랜지  사 에 치 는  시프 (Level Shifter)   포함하는 것  특징

 하는 짧      생  가능한  다 드 동 .

청 항 7 

 1항에 어 ,

상  드라 빙 트랜지 는 NMOS(P-channel Metal Oxide Semiconductor)  , 상  드라 빙 트랜지

 단  지단에 연결 는 것  특징  하는 짧      생  가능한  다

드 동 .

청 항 8 

 1항에 어 ,

상   동 는 각각 커 시  는 것  특징  하는 짧      생  가능

한  다 드 동 .

청 항 9 

 1항에 어 ,

상  동  드라 빙 트랜지 는 동 한 커 시  가지는 것  특징  하는 짧     

 생  가능한  다 드 동 .

청 항 10 

 1항에 어 ,

상  는 30A 하  것  특징  하는 짧      생  가능한  다 드 동

.

 

   

본   다 드  동하  한 에 한 것 , 보다 상 하게는  다 드 동 [0001]

가 , 동 , 치 트랜지 , 그리고  감지  등  재 에 비하도  함  드라 빙

트랜지  크  그 동  게 할  는 동시에  동  도 또한 향상시키는 짧  

   생  가능한  다 드 동 에 한 것 다.

 경  

 다 드란 도체  만들어지는  , 도체 라고도 리는  ,   ㎛ 도[0003]

  크  갖고, 동   가하는 에 해  직  변 할  , 도체 재료

택 합에 하여 가시 에  에 미치는  얻   는 등 다 한  하여 여러

산업 에 다 하게 사 고 다.

러한  다 드  동  특징 는, 도  과  도 (傳導帶)  가 (價電子帶) 또는 [0004]
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 간  천 에  하여  루어지고,  여   여 (光),  빔여 ,  주 여 (注入勵起)  등

, 브리·  공진  하는 사경  결  벽개 (壁開面)  하여 할  다.

그리고  다 드  재료 는 Ga, As1-x, Px, Alx, Ga1-xAs, In1-xGaxAs 등, Ⅲ-V 합  심  하여 여[0005]

러 가지가 재한다.

 같   다 드는 보통 짧  (짧  주  단 )    하는 것  ,[0006]

 다 드뿐만 니라 짧     하는  또는  만 시키  한 래  

  여러 가지 들  고 다.

, 드라 빙 트랜지  동에 는 가  십 A 도  매우 큰 경우에는 싱 항 단에 걸[0007]

리는  상당한  고, 에 라 드라 빙 트랜지  쓰 는 NMOS   단   지

게 , 상  드라 빙 트랜지  동하  해 는 프    욱 상승 어  하는 담  

다.

그 지  래  경우에는 도 1에 도시 듯   상  값 IDRV(Ideal)과 달리 실질  값[0008]

IDRV(Real)   하 값 간 내에  (30A)에 도달하지 못하고 다시  우값 간에 돌 하

게 어 원하는 결과값  도 하지 못하는 결과  래한다.

그리고  같  상  상쇄시키거나 하  해 는 드라 빙 트랜지  크 가 매우 커  하는[0009]

동시에  동  또한 상승 어  하는  많   다.

에 라  다 드 등  한 짧     하  해 는 극복하여  할 여러 과[0010]

가 는 상 , 동시에  개 시키  한 새 운   필 한 실 다.

 내

해결하 는 과

본  한 래   해결하  해  것 , 드라 빙 트랜지  사   동[0012]

 크 에 한 담 없 도 짧     동시킬  는   공하는  그 

 다.

보다 체 , 본   다 드 동 가 , 동 , 치 트랜지    감지[0013]

등  재 에 비함  드라 빙 트랜지  크  동  게 할  도  함과 동시에

 동  도 또한 향상시키고  한다.

본  루고  하는  과 들  상에  언 한  과 들  한 지 , 언 지 [0014]

또 다   과 들  본  재  당해 에  통상  지식  가진 에게 하게 해  

 것 다.

과  해결 단

상 한 래   해결하  한 본 에 하 , 우값과 하 값  가지는 (Pulse)  가하[0016]

는  ; 상    는 치 트랜지 (Switch Transistor); 상  치 트랜지 에 연

결 어 가 우값   하  하는 ; 런     감지 에 걸리는   

 는 프(Amplifier); 상  프  단에 연결 어 가 우값   상  프  동 만큼

하  하는 동 ; 가 하 값   상  동 에   동   는 드라 빙

트랜지 (Driving Transistor);  가 하 값   상  에  하에 해 는 

동 는  다 드(Laser Diode);  포함하는 짧      생  가능한  다

드 동  공한다.

본  상  프  단과 상  드라 빙 트랜지  게 트단 사 에 치하 , 가 우값  [0017]

프(off), 가 하 값   (on) 는 1 치;  상  드라 빙 트랜지  게 트단과 지단 사

에 치하 , 가 우값   , 가 하 값   프 는 2 치;   포함하는 것  람직

하다.

본 에  상  2 치    사 에는 (Inverter)가 치 어 2 치  가 우값[0018]
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  , 가 하 값   프 시키는 것  람직하다.

본 에  상   하 값  주 는 100㎱ 하에 해당할  다.[0019]

본 에  상  치 트랜지 는 PMOS(P-channel Metal Oxide Semiconductor)  는 것  람직하[0020]

다.

본  상    치 트랜지  사 에 치 는  시프 (Level Shifter)   포함할 [0021]

다.

본 에  상  드라 빙 트랜지 는 NMOS(P-channel Metal Oxide Semiconductor)  , 상  드라[0022]

빙 트랜지  단  지단에 연결 는 것  람직하다.

본 에  상   동 는 각각 커 시  는 것  람직하다.[0023]

본 에  상   드라 빙 트랜지 는 동 한 커 시  가질  다.[0024]

본 에  상  는 30A 하에 해당할  다.[0025]

 과

본  드라 빙 트랜지  사  시키거나 또는 드라 빙 트랜지  동  향상시키지[0027]

고도 짧     동시킬  는 과가 다.

라 , 본  짧     하는  다 드  같   동시키  하여 드[0028]

라 빙 트랜지  사    동  크게 하여  하는 담  경감시킴과 동시에 드라 빙 트랜지

 동에 필 한  하  통해 빠 게 공 함   동  도 또한 향상시키는 특

과가 다.

도  간단한 

도 1  래   에  상    실질   나타낸 시도.[0030]

도 2는 본  실시 에  짧      생  가능한  다 드 동  

도.

도 3  본  실시 에  짧      생  가능한  다 드 동  

도.

도  4는  본   실시 에   에   드라 빙 트랜지  동 ,  ,  

,  감지 에 걸리는  나타낸 시도.

 실시하  한 체  내

하, 첨  도  참 하여 본  람직한 실시  상  하  한다. 에 , 본  [0031]

특허청 에 사  어나 단어는 통상 거나 사  미  한 하여 해 어 는 , 는

그 신   가    하  해 어  개  하게 할  다는 원칙에 각

하여 본   사상에 합하는 미  개  해 어 만 한다. 라 , 본 에 재  실시

 도 에 도시   본  가  람직한 실시 에 과할 뿐 본   사상   변

하는 것  니므 , 본 원시 에 어  들  체할  는 다 한 균등 과 변 들    

해하여  한다.

본  에  사  어는  특  실시  하  하여  사 므  본   한하  한  것[0032]

니다. 본 에  사   같 , 단  태는 맥상 다  경우   지 하는 것  니라  복

 태  포함할  다.

짧      생  가능한  다 드 동 에  드라 빙 트랜지  크  그 [0034]

동  게 하   동  도 또한 향상시키  해 본  우값과 하 값  가지는 

(Pulse)  가하는  (100),  상    는 치 트랜지 (Switch  Transistor)(200),

상  치 트랜지 에 연결 어 가 우값   하  하는 (300), 런    

감지 (800)에 걸리는    는 프(Amplifier)(400), 상  프  단에 연결 어 
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가 우값   상  프  동 만큼  하  하는 동 (500), 가 하 값   상  동 에

  동   는 드라 빙 트랜지 (Driving Transistor)(600)  가 하 값  

상  에  하에 해 는  동 는  다 드(Laser Diode)(700)  포함하는

특징  갖는다.

에 한  돕  해, 도 2에는 본  실시 에  짧      생  가능한 [0036]

 다 드 동  도가 도시 고, 도 3에는 본  실시 에  짧     

생  가능한  다 드 동  도가 도시 , 도 4에는 본  실시 에  

에  드라 빙 트랜지  동 , ,  ,  감지 에 걸리는  나타낸 

시도가 도시 다.

, 본  짧   다시 말해, 하 값과 우값  가지는   하 값  주 가  보다[0038]

매우 짧게 는  한 것 , 상  하 값  주 는 100㎱ 하 도  단  말한다.

 같  짧   가하  하여 본   (100)  비하 , 상   는 특  [0039]

 한 지 나 많  경우 드 동  에 해 생한다.

드 동 란 다  드  진하는 에  드 상  간에 한 상 계  지시키는 , 시[0040]

간 폭   고    얻는  주  쓰 다. 포  체  쓴 동 드 동 ,  매질

 비  특  하여  생 는  드 동 ,  내에 변  어 드 간격과 같

주  변 하는 강  드 동  등  , 동 드 동 에 하여 강  드 동  능동 드 동 라

고도 한다.

폭 , 하 값  주 는 상  드 동   경우 진  트럼폭  역  결 지만, 실[0041]

 경우에 는 드 동 에 사 하는 색    등 그  원 에 해 보다  폭   

는 경우도 많다.

재  0.1㎰ 지  단  생  가능하 , 는 고  상  측 에 피크   질 [0042]

지 강한 계  만들  해 도 쓰 다.

그리고 치 트랜지 (200)는 상   (100)가 가하는   는 , 는 후 할 [0044]

(300)가  동  행할  도  하  한 , 상  치 트랜지 는 PMOS(P-channel Metal

Oxide Semiconductor)에 해당하는 것  람직하다.

PMOS란 n   사 하여  통  는 캐리어가 공  도체  말하 , NMOS보다 칭 도가 느[0045]

리  하지만 본 에 는  동  특 상 PMOS  하는 것  람직하고, 원  극  플러

에 극  집   하 가 운 특징  다.

러한 상  치 트랜지 (200)   (100) 사 에는 필 에 라  시프 (Level Shifter)가[0046]

치   는 , 는 원   맞  한 에 해당한다. 는 상   에  가하는 

 과 상  치 트랜지  동하  한 원   상 하  다.

상   시프 는 항 나 합 다 드 또는  다 드  루어질  는 , 러한 항, 합[0047]

다 드 또는  다 드   강하에 해  또는    하게 다.

경우에 라 상   시프 는  에   도  다.[0048]

상  (300)는 에 라 치 역할  하는 치 트랜지 (200)에 연결 어 가 우값  [0050]

하  하는 에 해당한다.

보다 체 ,  (100)에  가한 가 우값  에는 상  치 트랜지 (200)가  상[0051]

태가  에   상  VCC만큼  하  하 다가, 가 하 값   상  치 트랜지

가 프 상태가 고 후 할 드라 빙 트랜지 (600)가  상태가  하  하  상  드라 빙

트랜지  통해  태  공 하게 다.

 , 상  (300)는 하  하 다가 공 할  는 다 한    , [0052]

는 커 시  는 것  람직하다.

그리고 상  프(400)는 런   플러    감지 (800)에 걸리는  마  [0054]
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 는 , 도  상  VDD  동  한다.

라 , 상   감지 (800)에 걸리는  츄얼리 쇼트(Virtually Short)에 해 상  프(400)에 [0055]

는 런   라가게 , 후 할  크 는 런    감지  항값  나

눈 값  다.

한편, 본  1 치는 가 우값   프 상태에 므  상  프(400)  단에는 가[0056]

우값에 해당할  프  동  VDD만큼  하  하는 동 (500)가 치 다.

상  동 (500) 또한 하  하 다가 공 할  는 여러 가지     , [0057]

는 커 시  다.

본  드라 빙 트랜지 (600)는 후 할 1 치  사 에 고 게 트단  상  프(400)  단과[0059]

연결 는 , 가 우값  는 동  지  프 상태에 다가 가 하 값

 상  동  동    동 하는 특징  가진다.

러한 상  드라 빙 트랜지 (600)는 NMOS(P-channel Metal Oxide Semiconductor)  는 것  람직[0060]

하 , 그 단  지단에 연결 어 드 단에  단  가 는 통 가 다.

동 한  가지는 래   에 는 NMOS   드라 빙 트랜지 (600)  단에 [0061]

크  결 하는 싱 항  치 어 상  드라 빙 트랜지  단   상승하고 에 라 드라

빙 트랜지  사  동  또한 상승하는  었 나, 본  상  드라 빙 트랜지

 단   지단에 연결 도  함  드라 빙 트랜지  사  동  담  경감

시 다.

한편, 래  싱 항  역할  본 에 는  감지 (800)가 행하게 , 상   감지 는 도[0062]

에 도시   같  항    나 에 한 는 것  니다.

한편, 본   다 드(700)는 향 도체 합  능동 매체  사 하여  생시키는 다[0064]

드 , 가  가 하 값   상  (300)에  하에 해 생 는  동 는

, 본  주   하나  짧  가 는 에 해당한다.

 같  들  동 시키  하여 본  상  프(400)  단과 상  드라 빙 트랜지 (600)[0066]

게 트단 사 에 치하 , 가 우값   프, 가 하 값    는 1 치  상  드라 빙

트랜지  게 트단과 지단 사 에 치하 , 가 우값   , 가 하 값   프 는 2

치   포함한다.

그리고 상  1 치  2 치  동    할  도  상  2 치   [0067]

(100) 사 에는 가(Inverter)가 치 ,  감 하여  체  동  하  다 과 같다.

본 동[0069]

 (100)에  가 는 가 우값   1 치(SW1)는 프 고 2 치(SW2)는  , [0070]

 치 트랜지 (TRSW)(200)는  어 (CPP)에 VCC 만큼  하  한다.

그리고  상  가 하 값  에는 1 치(SW1)는  고 2 치(SW2)는 프 , 치 트[0071]

랜지 (TRSW)(200) 또한 프 상태가 다.

동  도 향상  한 동[0073]

가 는 가 우값  , 동 (CCH)(500)는 프(400)  동  VDD 만큼  하가 고 1[0074]

치(SW1)가 프 상태 므  드라 빙 트랜지 (TRDRV)(600)  게 트단 (VG)  0V가 다.

그리고 가 하 값  는 에는 1 치(SW1)가  상태가  동 (CCH)(500)  하  드라 빙[0075]

트랜지 (TRDRV)(600) 게 트단  하가  하 가 어나  매우 빠  도  상  드라 빙 트랜

지  게 트단  (VG)  상승하게 다.

만 , 상  동 (CCH)(500)  커 시  드라 빙 트랜지 (TRDRV)(600)  커 시 가 같다  가 하[0076]
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값  는  하 에 해 상  드라 빙 트랜지  게 트단  (VG)  VDD/2가 다. 그 지 

 경우에는 상  커 시  비 에 라 드라 빙 트랜지  게 트단   결  것 다.

후, 상  프(400)   츄얼리 쇼트  통해  생  한 한 에 도달하여 다.[0077]

   동  한 동[0079]

 (100)에  가하는 가 우값   (CPP)(300)는 VCC 만큼  하가 고, 가 하[0080]

값   상  는  하량 만 (IDRV)  생시키게 다.

 , (CPP)(300)에  하량  한계가 므  상  에는  강하가 어나 ,  강하[0081]

는 다  식과 같  루어지나 는   ㎷  시하여도 하다.

[0082]

그리고  경우 (IDRV)는 도 3에 시  빨간색 경  게 는 ,  감지 (RSEN)(800)에 걸리는[0083]

 RSEN * IDRV가 고, 에 라 프(400)  마   VREF가  VREF = RSEN * IDRV가 도

동 하게 므    동  가능하게 다.

는  짧    동  한  동 과는 다 게 드라 빙 트랜지 (TRDRV)(600)  단[0084]

 싱 항 또는 항  가지는  감지 (800)  연결 는 것  니라 지단과 연결 어 어 상

드라 빙 트랜지  동시키  한 동  담  경감 는 과  가 다. 에 라 동 (50

0)  원 공 처가 는 프(400)  동  또한 래보다 상  게 할  게 다.

뿐만 니라, 상  드라 빙 트랜지 (TRDRV)(600)  사  욱 게 할  는  또한 가질 [0085]

다.

결과  본  드라 빙 트랜지  사  시키거나 또는 드라 빙 트랜지   프  동[0087]

 향상시키지 고도 짧     동시킬  는  다.

에 라, 본  짧     하는  다 드  같   동시키  하여[0088]

드라 빙 트랜지  사   동  크게 하여  하는 담  경감시킴과 동시에 드라 빙 트랜지

 동에 필 한  하  통해 빠 게 공 함   동  도 또한 향상시키는  가

진다.

상 본  체  실시 태  하여 본  하 나, 는 시에 과하  본  에 [0090]

한 지 는다. 본  하는 에  통상  지식  가진 는 본   어나지 고 

 실시 태  변경 또는 변 할  , 본  사상과 래에 재  특허청  균등  내

에  다 한   변  가능하다.

 

100:  [0092]

200: 치 트랜지

300: 

400: 프

500: 동

600: 드라 빙 트랜지

700:  다 드

800:  감지

등록특허 10-1998327

- 9 -



도

도 1

도 2

도 3

등록특허 10-1998327

- 10 -



도 4

등록특허 10-1998327

- 11 -


	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	청구범위
	발명의 설명
	기 술 분 야
	배 경 기 술
	발명의 내용
	해결하려는 과제
	과제의 해결 수단
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명
	발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
	부호의 설명

	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
청구범위 3
발명의 설명 4
 기 술 분 야 4
 배 경 기 술 4
 발명의 내용 5
  해결하려는 과제 5
  과제의 해결 수단 5
  발명의 효과 6
 도면의 간단한 설명 6
 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 6
 부호의 설명 9
도면 10
 도면1 10
 도면2 10
 도면3 10
 도면4 11
